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【手続補正書】
【提出日】平成30年5月25日(2018.5.25)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　支持体および該支持体上に形成された感光層を有する電子写真感光体であって、
　該感光層が結晶内にＮ，Ｎ－ジメチルホルムアミドを含有するフタロシアニン結晶を含
有し、
　該Ｎ，Ｎ－ジメチルホルムアミドの含有量が、該フタロシアニン結晶中のフタロシアニ
ンに対して０．１質量％以上１．５質量％以下であることを特徴とする電子写真感光体。
【請求項２】
　前記フタロシアニン結晶が、ＣｕＫα線のＸ線回折によるブラッグ角２θにおいて、
　７．５°±０．２°、９．９°±０．２°、２５．２°±０．２°および２８．３°±
０．２°にピークを有し、
　９．９°±０．２°に出現しているピーク強度が、９．９°±０．２°に出現している
ピークの角度より２．８°広角側における強度に対して２．０倍以上である
ヒドロキシガリウムフタロシアニン結晶であることを特徴とする請求項１に記載の電子写
真感光体。
【請求項３】
　前記Ｎ，Ｎ－ジメチルホルムアミドの含有量が、前記フタロシアニン結晶中のフタロシ
アニンに対して０．８質量％以上１．３質量％以下である請求項１または２に記載の電子
写真感光体。
【請求項４】
　請求項１～３のいずれか１項に記載の電子写真感光体と、帯電手段、現像手段、および
クリーニング手段からなる群より選択される少なくとも１つの手段とを一体に支持し、電
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子写真装置本体に着脱自在であることを特徴とするプロセスカートリッジ。
【請求項５】
　請求項１～３のいずれか１項に記載の電子写真感光体、ならびに、帯電手段、露光手段
、現像手段および転写手段を有する電子写真装置。
【請求項６】
　Ｎ，Ｎ－ジメチルホルムアミドを結晶内に含有するフタロシアニン結晶であって、
　該Ｎ，Ｎ－ジメチルホルムアミドの含有量が、該フタロシアニン結晶中のフタロシアニ
ンに対して０．１質量％以上１．５質量％以下であることを特徴とするフタロシアニン結
晶。
【請求項７】
　結晶内にＮ，Ｎ－ジメチルホルムアミドを含有するフタロシアニン結晶を製造するフタ
ロシアニン結晶の製造方法であって、
　該Ｎ，Ｎ－ジメチルホルムアミドをフタロシアニンに加えてミリング処理をすることに
より、フタロシアニンの結晶変換を行う結晶変換工程を有し、
　該ミリング処理の時間が２５０時間以上であることを特徴とするフタロシアニン結晶の
製造方法。
【請求項８】
　前記製造方法が、前記結晶変換工程の前に、アシッドペースティング法によって前記フ
タロシアニンを得る工程を有する請求項７に記載のフタロシアニン結晶の製造方法。
【請求項９】
　支持体および該支持体上に形成された感光層を有する電子写真感光体を製造する方法で
あって、
　Ｎ，Ｎ－ジメチルホルムアミドをフタロシアニンに加えて２５０時間以上ミリング処理
をすることにより、フタロシアニンの結晶変換を行う結晶変換工程、または、該結晶変換
工程の前に、アシッドペースティング法によって該フタロシアニンを得る工程によるフタ
ロシアニン結晶の製造方法により該フタロシアニン結晶を製造する工程、および
　前記フタロシアニン結晶を含有する感光層用塗布液の塗膜を形成し、該塗膜を乾燥させ
て該感光層を形成する工程、
を有することを特徴とする電子写真感光体の製造方法。
【請求項１０】
　前記ミリング処理時間が少なくとも１０００時間であり、かつ、前記フタロシアニン結
晶中の前記Ｎ，Ｎ－ジメチルホルムアミドの含有量が、フタロシアニン結晶中のフタロシ
アニンに対して０．１質量％以上１．５質量％以下である、請求項９に記載の電子写真感
光体の製造方法。
【請求項１１】
　支持体、該支持体上に形成された電荷発生層および該電荷発生層上に形成された電荷輸
送層を有する電子写真感光体を製造する方法であって、
　Ｎ，Ｎ－ジメチルホルムアミドをフタロシアニンに加えて２５０時間以上ミリング処理
をすることにより、フタロシアニンの結晶変換を行う結晶変換工程、または、該結晶変換
工程の前に、アシッドペースティング法によって該フタロシアニンを得る工程によるフタ
ロシアニン結晶の製造方法により該フタロシアニン結晶を製造する工程、および
　前記フタロシアニン結晶を含有する電荷発生層用塗布液の塗膜を形成し、該塗膜を乾燥
させて該電荷発生層を形成する工程、
を有することを特徴とする電子写真感光体の製造方法。
【請求項１２】
　前記ミリング処理時間が少なくとも１０００時間であり、かつ、前記フタロシアニン結
晶中の前記Ｎ，Ｎ－ジメチルホルムアミドの含有量が、フタロシアニン結晶中のフタロシ
アニンに対して０．１質量％以上１．５質量％以下である、請求項１１に記載の電子写真
感光体の製造方法。
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